SAMSUNG 970 EVO Plus M.2 Solid State Drives

Nieprzerwana ewolucja SSD

Najlepsza wydajnos¢ w jeszcze doskonalszej wersji. Szybszy od swojego poprzednika, 970 EVO, dysk 970 EVO Plus wykorzystuje
najnowsza technologie V-NAND i zoptymalizowane oprogramowanie sprzetowe. Urzadzenie maksymalizuje potencjat
przepustowosci tacza NVMe, zapewniajac niezréwnane dziatanie. Oferuje ponadto pojemno$¢ do 2 TB i niezawodnos¢ do 1200 TBW.
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*1GB=1000 000000 000 bajtéw wedtug IDEMA. Czg$¢ pojemnosci moze by¢ wykorzystywana do przechowywania plikéw systemowych, wiec rzeczywista pojemno$¢ moze réznic sie od podanej na oznaczeniu
produktu.* Znak NVM Express® jest zastrzezonym znakiem towarowym NVM Express, Inc.

Kolejny poziom wydajnosci
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s ﬂ M s U N G 970 EVO Plus M.2 Solid State Drives

Model MZ-V7S2TOBW | MZ-V7S1TOBW | MZ-V7S500BW | MZ-V7S250BW
2TB 1TB 500GB 250GB
Pojemnos¢ 1 GB = 1.000.000.000 bajtéw wg IDEMA
*Rzeczywista pojemnos¢ dysku moze by¢ mniejsza (z powodu formatowania, partycji,
systemu operacyjnego, aplikacji itd.).
Format M.2 (2280)
Parametry ogdlne Interfejs PCle Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 80,15 x 22,15 x 2,38 (mm)
Waga Maks. 8.0g
Pamie¢ flash NAND Samsung V-NAND 3bit MLC
Kontroler Samsung Phoenix Controller
Pamie¢ cache 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 512MB LPDDR4
Obstuga TRIM Tak
S.M.A.R.T. Support Tak
Garbage collector Algorytm automatycznego od$miecania pamigci
Funkcje specjaine . 256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG / Opal IEEE1667
Szyfrowanie
(Dysk szyfrowany)
Obstuga WWN (World Wide Name) Nie
Tryb u$pienia Tak
Odczyt sekwencyjny* do 3,500 MB/s
Zapis sekwencyjny* do 3,300 MB/s do 3,200 MB/s | do 2,300 MB/s
Odczyt losowy (4 KB, QD32)* do 620K IOPS | do 600K IOPS | do 480K IOPS | do 250K IOPS
Wydajnos¢
Zapis losowy (4 KB, QD32)* do 560K IOPS do 550K IOPS
Odczyt losowy (4 KB, QD1)* do 19K IOPS do 17K IOPS
Zapis losowy (4 KB, QD1)* do 62K IOPS do 60K IOPS
i Sredni: 6,5W Sredni: 6W Sredni: 5,8W Sredni: 5W
Sredni pob6r mocy (aktywny zapis/odczyt)* maksymalny: 9W maksymalny: 9W maksymalny: 9W maksymalny: 8W
(tryb Burst) (tryb Burst) (tryb Burst) (tryb Burst)
2uzycie energi Pobér mocy (czuwanie) Maks. 30mwW
Pobdr mocy (u$pienie) Maks. 5mwW
Dopuszczalne napigcie 3.3V+5%
Niezawodnosé MTBF: 1 500 000 godz.
Parametry pracy
Temperatura pracy 0-70°C
Odpornos¢ na wstrzagsy 1,500 G/ 0,5 ms (fala potsinusoidalna)
Akcesoria Zestaw instalacyjny Niedostepny
 oprogramowanie Oprogramowanie zarzgdzajgce Oprogramowanie Magician
Gwarancja 5-letnia ograniczona do maks. TBW
Gwarancja
Maks. TBW (catkowita liczba zapisanych bajtow) 1200 TBW 600 TBW 300 TBW 150 TBW

* Parametry moga sie rézni¢ sie w zaleznosci od sprzetu i konfiguracji

Niniejsze informacje zostaty przygotowane z nalezytg staranno$cig. Samsung nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne niescistosci/btedy
oraz mozliwe przyszte zmiany odnosnie do danych technicznych produktow.



